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※概要（Summary）： 
MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)デバイス

を試作するにあたり、Si の加工方法として ICP-RIE 
(Inductively Coupled Plasma- Reactive Ion 
Etching) 装置を使用したSi深堀プロセスについてNPF
と技術相談を行った。NPF 側から以下の技術的提案・説

明がなされた。 
・Si のミクロンオーダーのドライエッチング(Deep RIE)に
は、ボッシュ法を採用することとした。ボッシュ法のエッチ

ング形状をコントロールする場合、単一なプロセスでは対

応が困難である。そのため、異方性を維持した垂直な形

状を得るためには、サンプルの設計にあわせた、そのサ

ンプルごとのエッチング条件が複数必要となる。そのため、

テストサンプルにおける条件出しの実施が必要となる。 
・ボッシュ法を採用するにあたり、考慮すべき点として「ス

キャロップ」と呼ばれる段差がある。これはボッシュ法エッ

チングステップの等方性エッチングを深さ方向へ進めて

いくことにより発生する連続した段差である。この段差が

作製したサンプルにおいて問題となる場合は、プロセスレ

シピを見直し対応を試みるものとする。 
・今回の実験をするにあたり、検討していたサンプル構造

(SiO2 1μｍ/Si 170μｍ/SiO2 3μｍ/Si 50μｍ)、および

形状が実験の進行上問題無いであろう確認を頂いた。 
・Si/SiO2 のエッチング選択比等について具体的な説明

を受けた。SiO2 は成膜された方法によりエッチングレート

が異なるが、Si とのエッチング選択比はおおよそ 1：100
程度の見込みとなる。また、サンプルのセッティング方法

においてもエッチングレートの変化が発生するため、所定

の条件の元、実験を進行させることが重要である。 
 


